
高基板温度で成膜した Ir を下地としたエピタキシャルダイヤモンドの作製と評価 

Fabrication and evaluation of epitaxial diamond  

grown on Ir film deposited under high temperature. 
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Irはエピタキシャルダイヤモンド成長用下地として有用である。当研究室では MgO基板に直

流マグネトロンスパッタリングを用いて Irを成膜している。成膜時の基板温度を従来の 700℃か

ら高温化することによって Ir 薄膜の平坦性、配向性を向上させることができ、1300℃で最も高

品質な膜を得られることを報告した[1]。高品質な Ir 薄膜と当研究室で報告している選択成長を

用いることで成長するダイヤモンドの結晶性が向上すると考えている。まず、基板温度 1300℃

で成膜した Ir薄膜に通常のプロセスでヘテロエピタキシャルダイヤモンド形成を試みた。 

MgO(100)基板表面に基板温度 1300℃で直流マグネトロンスパッタリングによりエピタキシ

ャル Ir を成膜した。次に 2%に水素希釈されたメタン雰囲気で Ir 表面に直流プラズマ核発生処

理を 90 秒施した後、直流プラズマ CVD 法によりメタン濃度 5%で 10 時間ダイヤモンド成長を

行った。ダイヤモンド成長時の基板温度は約 1000℃である。 

Fig.1に成長したダイヤモンドの2θ-ωスペクトルを示す。Diaに起因するピークが観測され、

(001)方向に一軸配向していることがわかった。Fig.2 に成長したダイヤモンドの極点図を示す。

Psi54°付近に 4回対称で Dia{111}に起因するピークが観測され、面内配向が確認できた。Fig.1、

Fig.2によりダイヤモンドが Irと平行にエピタキシャル成長していることがわかった。これらよ

り基板温度 1300°で成膜した Ir 基板にダイヤモンドがエピタキシャル成長することが分かった。    

今後は、選択成長を用いて高品質なダイヤモンドの成長を試みる予定である。 
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